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１．概要（Summary）： 

 磁性金属材料を使用した新製品開発の一環として、

シリコン基板上に前記微細磁性金属膜パターニング

の検討を推進中である。 

磁性金属膜はパターン形状が特性へ大きく寄与す

るため、エッチング後のパターン仕上がり精度の向上

が重要である。  

このため、膜面に垂直方向に異方性エッチングが可

能なイオンミリング装置を用いてドライエッチング

を行い、パターン形状の仕上がり精度を検証する事を

目的とする。 

 

２．実験（Experimental）： 

 上記検討用サンプル作成のため、シリコン基板上に

成膜した磁性金属膜をレジストインクにてパターニ

ング後、イオンミリング機にてドライエッチングを実

施する。 

２－１．予備実験（条件出し） 

本検討前に、下記予備実験を実施する。評価項目は

以下の通りである。 

１）エッチング残りの有無 

２）オーバエッチング時間の把握 

 （エッチング完了～レジスト完全除去までの時間の

予測） 

２－２．本実験 

 予備実験の後に実施する本実験の評価内容を以下

に示す。 

１）パターン形状（顕微鏡） 

２）パターンエレメントのブリッジ回路の 

オフセット電圧  

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

本実験に関する結果と考察を以下に示す。 

１）パターン形状（顕微鏡） 

 パターン形状は目論み通り 10±0.5μm に入ってお

り、また膜端面のエッジ形状も良好のため、形状に依

存性の大きい磁気センサの出力特性に対し影響を及

ぼす物ではない事が予想される。 

２）パターンエレメントのブリッジ回路の 

オフセット電圧  

 オフセット電圧±0.5%以内の目標に対して、試作可

能であるものの歩留まりが目標に達していない事が

判った。このため、今後は本要因につき、パターンデ

ザイン要因、パターニング条件要因およびイオンミリ

ング条件の３つの要因に対しアプローチを実施する。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

イオンミリングによるドライエッチングは、磁気特

性的に良好な結果をもたらす事が容易に予測される

が、量産性を考慮した歩留まりに改善の余地があるこ

とが判った。 

今後はさらにパターン形状を改善して再度実験検

証を推進する必要がある。 
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